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Sila pastikan bahawa \.* peperiksaan ini mengandungi rIGA muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan pJperiksaan ini.

Jawab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

l ' (a) Didalam kaedah penumbuhan hablur tunggal Czochralski jongkong diperolehidari leburan silikon. Terangkan uagal;luna pemutaran hablur blji danmangkuk pijar memberi kesan kepada s-lfat wafer.

(30/100)

(b) Anda telah memperolehi se-ribu keping wafer silikon yang sirma tetapi tiadakertas maklumat sifat wafer tersebutl Berdasarkan Lrpiau u"ntut fizikalwafer tersebut bolehkah anda gunakan wafer tersebut bagi proses fabrikasiperanti semikondultor. Terangkan jawapan anda.

(30/100)

(c) Baapakafr kgngJcatan pembawa minoriti jika kerintangan sampel adalatr 0.05ohm.cm dan kelincahan pembawa majoriti adalarr 400;;r/it_J) t
(40/100)

2. (a) Terangkanpenggunaankonsep_konsepberikut;

(i) Hukum Moore.
(ii) sentuh tertanam
(iii) Sentuh temu.

(30/100)
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(b)

(c)

3. (a)

(b)

(c)

4. (a)

(c)

(b)

lzAT 3871

-2-

Terangkan perbezaan proses fabrikasi peranti nMOS ragam (mod)

peningtcatan dan ragam (mod) susutan' 
(30/100)

Peraturan rekaan Iamda 1', banyak digunalT dl-dl1n rekaan bentangan'

Lakarkan peraturaniekaan bagi dawai nMos dan cMoS 
(40/100)

Semasa pembersihan wafer dengan kaedatr RCA telah didapati bahawa

langkah pembersihari dalam lanrtan ffF/HzO telah tidak dilakukan' Apakah

t.,"211 teriradap tatrap kebersihan wafer tersebut. 
(20/100)

Pengoksidaan silikon boleh dilakukan dengan dul kagdah iaitu pengoksidaan

kering dan pengoksiJu- U*uft. Bagi litd*-duu kaedah' terangkan tiga

kemnngkinan proses resapan akan berlaku. 
(40/100)

PengukurankapasitanstelatrdilakukankeatassafustnrktulMos.Telatt
didapati kapasitans-iut rirnu* adalah 1x106 pikofaraddan perubahan voltan

pada voltan jafr' Jutu, uauf*t 2 mV. Jika diameter sentuhan adalah l inci'

(D Berapakatr ketebalan filem oksida ?

(ii eerapatcatr jumlah ion lincah per unit luas ?

Tiga teknik optik litografi selalu digunakan bagi proses fabrikasi peranti

semikonduktor. r.r*g[* kesan belauan didalam ketiga-tiga teknik ttt^t:l*:.
(30/100)

Didalamproseslitografi,topengberperananpentingbagitujuanpeminda}ran
corak. Terangkan 

-p"ngg*^ topeng medan gelap dan medan cerah'

Bolehkatr topeng tersebut ditukar ganti ? 
(30/100)

Safusistemlitografiunjuranmenggunakansumbercahayagaris-Idan
mempunyui bukaan optik 

'0" 

pada kanta kaca soda-lime'

(i) Berapakatr had penguraian sistem ini ?

(ti) Berapakah had Lehuan Rayleigh sistem ini ? 
(40/100)

(40/100)
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s. (a)

(c)

o)

Proses punaran memastikan bukaan tingkap berlaku dengan baik.Bincangkan kelebihan dan kekurangan punaran basah dan punaran kering
berdasarkan kepada kepilihan dan keisotropan ?

(40/100)

Aluminium sebagai bahan antara sambungan didalam Iitar bersepadu
mempunyai beberapa kelemahan dari segi ele-ktronik. Terangkan uagaimana
anda mengatasi kelemahan-kelematran tersebut didalamfior", fabrikasi litar
bersepadu.

(30/100)

Proses r:sapan pendopan dilaksanakan melalui dua rangkah. Terangkanperanan kedua-dua langkatr tersebut didalam penghantaran bendasing"aan
pengtaburan semula bendasing. 
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